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1．緒言 

これまで我々は，Mg2Siの n型伝導の起源が，

格子間サイトにわずかに存在する Mg (以下

Mgi と記載) にあることを明らかにしてきた[1]．

本研究では，Mg2Si と同型の結晶構造を持つ

Mg2Sn に着目した．Mg2Sn の伝導型は報告によ

って異なる[2-4]．本研究では，様々な合成方法

でMg2Snの単結晶試料と多結晶試料を作製し，

室温におけるSeebeck係数 (S@R.T.) と格子欠陥 

(MgiもしくはMg欠損 (以下VMg と記載) )との

関係を調査した． 

2．実験方法 

粉末の Mg (2Nup) と Sn (5N) を秤量し，石

英管に真空封入した後，電気炉加熱で焼成した．

その後，溶融合成 (真空下と Ar 1.3 気圧下) と

放電プラズマ焼結 (SPS) を用いて，単結晶試

料と多結晶試料を得た．多結晶試料については，

100, 200, 300, および 400°C でアニールも行っ

た．以上の試料の S@R.T. を測定し，単結晶 X 線

回折を用いて Mgiと VMgの定量評価を行った． 

3．結果と考察 

S@R.T. を測定したところ，試料によって S@R.T. 

が異なることがわかった．真空下と Ar 1.3 気圧

下で作製した単結晶試料の S@R.T. は，それぞれ

11 μV/K と 138 μV/K であった．一方，多結晶

試料の S@R.T. は -230 μV/K であった．アニール

によって S@R.T. の絶対値は減少する傾向を示

し，400°C でアニールした多結晶試料の S@R.T. 

は -204 μV/K となった． 

格子欠陥量を評価したところ，Mg2Sn には

Mgi は存在せず，VMg が存在することがわかっ

た．S@R.T. が- 230 ～ -204 μV/K の多結晶試料

の VMg 量は 1.4(11) ～ 3.3(17) % であった．

S@R.T. が 11 μV/K と 138 μV/K の単結晶試料の

VMg 量は，それぞれ 6.0(13) %と 7.8(17) %であ

った．また，文献[4]で報告されている Mg2Sn

多結晶試料の S@R.T. は 66 μV/K，VMg 量は

4.5(13) %であった．以上の S@R.T. と VMg 量の関

係を図 1 に示す．VMg 量の増加に伴い，n 型伝

導から p 型伝導に変化する傾向が見て取れる．

このことから，VMg 量を調整することで Mg2Sn

の伝導型を制御できることがわかった． 

 本研究は科研費基盤研究(B)17H03398 およ

び新学術領域研究 17H05207の助成を受けたも

のである． 
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Fig. 1: S@R.T. as a function of the amount of VMg. 
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